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UNITE 4 KLASIK SORU VE CEVAPLARI (TEMEL ELEKTRONIK)

Transistorii tammlayiniz.
Beyz ucundan gecen akima gore, emiter-kollektor arasindaki direnci azaltip
¢ogaltabilen elektronik devre elemanina transistor denir.
Yiizey birlesmeli transistorlerin yapim teknigine gore cesitleri nelerdir ?
1. Bi-polar transistorler (BJT)
2. Foto transistorler
3. Unijonksiyon transistorler (UJT)
4. Alan etkili transistorler (FET)
5. Metal oksit yari iletken alan etkili (MOSFET) transistorler
Bi-polar transistoriin kelime manasi nedir ?
Bi-polar transistor iki polarmali transistor demektir.
Bi-polar transistoriin polarma sekline gore tipleri nelerdir ?
Bi-polar transistorler polarma sekline gore PNP ve NPN olmak iizere
iki tipte yapilirlar.
Transitoriin elektronik devrelerde genel olarak gorevi nedir ?
Transistorler elektronik devrelerde, sinyal yilikseltme veya anahtarlama
yaparlar.
PNP tipi transistor genel olarak nasildir ?
PNP tipi transistor iki P tipi madde arasina ¢ok ince (0,025 mm) N tipi madde
yerlestirilmesiyle meydana gelir.
NPN tipi transistor genel olarak nasildir ?
NPN tipi transistor iki N tipi madde arasina ¢ok ince (0,025 mm) P tipi madde
yerlestirilmesiyle meydana gelir.
Transistoriin uclari nelerdir ?
Transistorlerde 3 adet ayak vardir. Bunlar EMITER (yayic1), BEYZ (taban)
ve KOLLEKTOR (toplayict) uglaridir. Emiter kisaca E ,Beyz kisaca B ve
Kollektor C ile gosterilir.
Transistoriin calismasim kisaca agiklayiniz.
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Transistoriin dogru polarmalandiriimast

Bir tansistoriin calismasi icin iki sart vardir:
VCC>VBB olmalidir.
2. Emiter ve beyz diiz polarmalandirilir, kollektdr ise ters polarmalandirilir.

=

Bu her zaman bdyle olmak zorundadir. Yani sadece kollektor ucu ters
olarak polarmalandirilmalidir. Aksi takdirde transistor calismaz. S1 ve S2
anahtarlar1 agikken transistor icinde el ve e2 gibi birbirine zit kiigiik gerilim
setti meydana gelir. S1 ve S2 anahtarlar1 kapatildiginda, VCC’nin art1 kutbu
oyuklar1 beyz bdlgesine iter. Bu oyuklar ayn1 zamanda VBB’nin eksi kutbu
tarafindan da ¢ekileceginden oyuklarin hizlari artar.

Emiterden gelen oyuklar beyzde elektron bagi kuracak yeterli sayida
serbest elektron bulamazlar. VCC>VBB oldugundan gelen oyuklarin biiyiik
cogunlugu VCC’nin eksi kutbu tarafindan cekilir. Emiterden gelen
oyuklarin% 95 civart VCC’nin eksi (-) kutbu tarafindan c¢ekilmis olur. % 5
lik kismu1 ise VBB’ nin kii¢iik olmasi sebebiyle VBB nin eksi kutbu tarafindan
cekilir. Dikkat edilirse, kollektér akimi beyz akimindan cok biiyiiktiir.
Kollektor akimi mA (miliamper) seviyesinde iken beyz akimi pA (mikro
amper) seviyelerindedir. Bu yilizden bazi hesaplamalarda beyz akimi yok
kabul edilip, emiter akimi kollektoér akimina esit tutulabilir. Halbuki emiter
iizerinden kollektdr ve beyz akimlariin toplami gegmektedir.

IE=IB+IC
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e Bir tansistoriin ¢alismasi icin gerekli sartlar nerlerdir ?
1. VCC>VBB olmalidir.

2. Emiter ve beyz diiz polarmalandirilir, kollektor ise ters polarmalandirilir.
e Transistoriin semboliinii ¢iziniz.

Kollektor €
Beyz <« B
Emiter <

NPN tipi transistor

4
<

Kollektor 4
Beyz < B
Emiter
PNP tipi transistor
e PNP ve NPN tipi transistoriin akim ve gerilim yonlerini sekil ile
gosteriniz.
IC
IB >

o] e

— |+ + | | | =
T | | T
VBB vce
NPN PNP
EBC EBC
Ters polarmal Ters polarmal
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Uluslar arasi1 Eleltroteknik Kurulusu tarafindan yapilan kabule gore

elektrik ve elektronik devrelerdeki akim yonii nasildir ?

Elektrik ve Elektronik devrelerdeki akim yonii, besleme kaynagmin pozitif

kutbundan (+), negatif kutbuna (-) dogru olan yondiir. Nitekim, diyot

sembollerindeki ve transistorlerin emiterindeki akim yoniinii gosteren oklar

da “+” dan “-* ye dogrudur. Elektron yonii yalnizca teorik aciklamalar

sirasinda gosterilmektedir.

Avometre ile transistoriin saglamhik kontroliiniin yapihsini agciklayimz.

E ve C arast ters iki diyot gibi oldugundan, kesinlikle her iki yonlii 6l¢iimde

de 0lcii aleti sapmaz.

B-E arasi ve B-C arasi diyot gibidir. Bir yonde 0Olcii aleti sapar, diger yonde

sapmaz.

Ozellikle gii¢ transistorlerinde yaptigimiz dlgiimlerde 6lgiim normal ¢iksa da

diger uclar ile sase arasi 6l¢lilmelidir.

Transistoriin PNP mi yoksa NPN mi oldugu nasil anlasilir ?

Transistoriin beyz ucu hem emitere hem de kollektdre bir yonde yiiksek,

diger yonde diisiik direng gosteren ugtur.

Beyz ucu transistoriin ortasindaki u¢ oldugundan 6nce beyz ucu bulunur.

Ornegin beyz ucu negatif ise, ortadaki uc negatif olan transistér PNP’dir.

Beyz ucu pozitif ise ortadaki ug pozitif olan NPN tipi transistordiir.

Transistoriin u¢lariin tespiti nasil yapilir ?

Ik 6nce beyz ucu bulunur. Beyz ucu kollektdr ve emitere bir yonde yiiksek,

diger yonde diisiik direng gosteren uctur. B-C arasi1 direnci B-E arasi

direncgten daha kiiciiktiir. C ve E uglar1 ise bu sekilde bulunur. Olgii aletinin

diren¢ kademesi ters skala oldugundan yani sifir1(0) sagda oldugundan ibre

cok sapiyorsa ¢ok sapan kismin direnci daha kiiciiktiir. Ciinkii sifira (0) daha

yakindir.

Transistorlerle ilgili pratik bilgiler veriniz.

1. Transistorin tipini gosteren ilk harf, emitere uygulanan gerilim
potansiyelini ifade eder.

2. Transistoriin tipini gosteren ikinci harf, beyze ve kollektoére uygulanan
gerilim potansiyelini ifade eder.

PNP NPN PNP NPN
Emitere Emitere Beyze ve kollektore Beyze ve kollektore
Pozitif Negatif Negatif Pozitif
3. Transistorlerde beyz diiz polarmalandirilir.  Kollektér ise ters
polarmalandirilir.

4. Devreden gecen akim yonii artidan eksiye, emiterdeki ok yoniindedir.
Elektronlarin yonil ise oka terstir.

5. Giristeki sinyal, polarma gerilimi ile ayn1 yonde ise emiter ve kollektor
akimlar artar. Ters ise emiter ve kollektdr akimlart azalir.
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6. Transistorlerin kertikli ucu varsa o u¢ % 80 ihtimal ile emiter ucudur.
Tabi ki en dogrusu kataloglardan 6grenmektir.

IE formiiliinii yaziniz.

IE=IB+IC

o akim kazancim tanimlayiniz.

Beyzi sase ylikselteg devresinde, kollektdr akiminin emiter akimina oranina

alfa (o) akim kazanci denir.

o akim kazancimin formiiliinii yaziniz.

IcC
a=—
IE
IE=15 mA, IB=1 mA ve IC= 14 mA ise akim kazancim1 bulalim.
J( 14
a= —C =—=0,93
IE 15

B akim kazancim tanimlayiniz.

Emiteri sase yiikselteclerde, kollektér akiminin (IC) beyz akimina (IB)
oranina denir. [ akim kazanci bazi yerlerde hge olarak ta ifade edilir. B degeri
genel olarak 50-400 arasinda degisir.

B akim kazancininin formiiliinii yazimz.

c
p= IB
IE= 15 mA, IC=14 mA ve IB=1 mA ise B’ y1 bulunuz.
I 14
,B=—C=—=14 tiir.
IB 1

v akim kazancim tammmlayiniz.
Kollektorii sase yiikselteclerde emiter akiminin beyz akimina oranina gama
(y) akim kazanc1 denir.
v akim kazancimin formiiliinii yaziniz.
_IE
4 1B
I. Bolge karakteristik e@risi hangi degerleri inceler ?
I. Bolge karakteristik egrisi belirli IB giris akimi degerlerinde VCE
geriliminin degisimine gore IC degisimini gosterir.
I1. Bolge karakteristik e@risi hangi degerleri inceler ?
II. Bolge karakteristik egrisi sabit VCE gerilimi altinda IB giris akiminin
degisimine gore IC ¢ikis akiminin degisimini gosterir.
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e [III. Bolge karakteristik egrisi hangi degerleri inceler ?

o III. Bolge karakteristik egrisini ¢ikartmak i¢in VCC kaynag1 yardimiyla VCE
gerilimi Ornegin 7V’a ayarlanir. VBB kaynagi yardimiyla her IB akimi
degisiminde VBE geriliminin degisimi tabloya yazilir. Bu islem VCE’nin
diger degerleri icin de tekrarlanip tabloya yazilir.

e IV. Bolge karakteristik egrisi hangi degerleri inceler ?

e V. Bolge karakteristik egrisi; belirli IB degerlerinde VCE ¢ikis gerilimindeki

degisime gore, VBE giris gerilimindeki degisimi gosterir.

I. Bolge karakteristik e@risi bize hangi bilgiyi verir ?

Transistor ¢ikis direnci (VCE/IC) bulunur.

I1. Bolge karakteristik egrisi bize hangi bilgiyi verir ?

Bu egriden B akim kazanci (IC/IB) bulunur.

I11. Bolge karakteristik egrisi bize hangi bilgiyi verir ?

Bu egriden transistoriin giris direnci (VBE/IB) bulunur.

IV. Bolge karakteristik egrisi bize hangi bilgiyi verir ?

Bu egrilerden transistoriin geri besleme oram (VBE/VCE) bulunur.

I. Bolge karakteristik e@risini ciziniz.

Ic &
red
[B=40pd
[B=30pb
[B=20pb
IB=10pb
0
» VCE(V)

e II. Bolge karakteristik e@risini ¢iziniz.
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mA
VCE=7 6
5
4
3
2
1
< 0
1B 50 40 30 20 10
A
I11. Bolge karakteristik egrisini ciziniz.
P 40u A 200 A 0
IB ¥
A
Vce
Sabit
ST 600 mV
v VBE
mV
IV. Bolge karakteristik egrisini ¢iziniz.
123456 7 89 10
» VCE(V)
0,1
0,2
0,3 IB=10uA
0,4 IB=20pA
0.5 IB=30pA
0.6 IB=40pA
07 IB=50pA
YVBE

mV
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VCE gerilimi 3V, IC akimi 2 mA olan transistoriin R¢ cikis direncini
bulunuz.

VCE 3v 3  310°
IC 2mA  2.10°° 2
Kollektér akimi 4 mA, beyz akimi1 30 mikroamper olan transistoriin 3

akim kazancim bulunuz.
IC 4 4.10°
p=—= — = =133 bulunur.
IB 30.10 30
VBE= 600 mV ve IB=40 JA olan transistoriin giris direncini bulunuz.
VBE 600mV  600.000
Rg = —— = - FA _ 15,0000
IB 40 LA 40 LA
Transistoriin dort bolge karakteristiginin cikartilmasi icin gerekli deney
baglanti semasini ¢iziniz.

=1500Q

Rc =

RZ=1K
()" A
4+

+ |
0-20V Voo

[+

— WCC=12V

_VBB-VBE _4-07

IB =0,000066 A = 66 1A

RB 50.000
Yukaridaki devrede IB akimi 66 PA dir. Buna gore IC akim ne kadar
olmahdir ?
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Transistoriin § degerini 100 kabul edersek, kollektor akimi soyle bulunur ;
IC=B.IB 1C=100.66 pA IC = 6600 nA=6,6 mA olarak hesaplanir.
Transistoriin statik karakteristigi ne demektir ?

Transistoér, hem DC hem de AC yiikselteg olarak caligabilir. Bu nedenle,
transistorii geregi gibi inceleyebilmek i¢in ayr1 ayrn DC ve AC ‘deki galisma
hallerinin incelenmesi gerekir. DC ¢aligmada giristeki ve ¢ikistaki akim ve
gerilim degerleri arasindaki bagintiya statik karakteristigi denir.
Transistoriin dinamik karakteristigi ne demektir ?

Transistoriin - AC ¢alismadaki akim ve gerilim bagmtisina dinamik
karakteristigi denir.

Transistor yiikselte¢ olarak hangi sekillerde baglanabilir ?

1. Emiteri ortak (sase) baglantili yiikselte¢

2. Beyzi ortak (sase) baglantili yiikselte¢

3. Kollektorii ortak (sase) baglantili yilikselteg

Transistoriin calisma kararhihigim bozan etkenler nelerdir ?

1. Sicaklik

2. Frekans

3. Limitsel Karakteristik Degerleri

Limitsel Karakteristik Degerler S6yle Siralanir:

Maksimum kollektor akimi

Maksimum dayanma giicii

Maksimum ¢alisma (kesim) frekansi

Maksimum kollektor gerilimi

Maksimum kollektdr-beyz jonksiyon sicakligi

Asir1 Toz ve Kirlenme

Nem

Sarsinti

Elektriksel ve Manyetik Alanlarin etkisi

Isin Etkisi

. Koti Lehim

Transistoriin yiik dogrusu hangi karakteristik iizerine ¢izilebilir ?

Yik dogrusu transistoriin I. Bolge karakteristik egrisi lizerine ¢izilebilir.
Transistoriin Q ¢calisma noktasi nerededir ?

DC yiik dogrusunun orta noktasi transistoriin Q ¢alisma noktasini verir.
Transistoriin calisma noktalari nelerdir ?

a. Kesim Noktasi

b. Doyum (Saturasyon) Noktasi

C. Aktif Calisma Noktas1

©CO~NOOUIA o o 0 o o
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Transistoriin kesim noktasi nedir ?

Kesim Noktasi: Bu durumda beyz ucunda tetikleme akimi yoktur. Dolayisiyla
kollektor-emiter — arasindan akim  ge¢cmemektedir. Yani  transistor
calismamaktadir.

Transistoriin doyum noktasi nedir ?

Doyum (Saturasyon) Noktasi: Transistoriin beyzine uygulanan tetikleme
akimi maksimum diizeydedir ve kollektor-emiter arasi iletkendir. Transistor
tagiyabilecegi en yiiksek akimi gecirmektedir.

Transistoriin aktif calisma noktasi nedir ?

Aktif Calisma Noktasi: Transistor kesim ile doyum noktalar1 arasinda stirekli
olarak degiskenlik goOsterebilecek bicimde c¢alismaktadir. Yiikselteg
devresinde kullanilan bir transistor daima aktif bolgede calisir. Yani beyz
akiminin siirekli degismesi ve dolayisiyla kollektdr akiminin da buna bagh
olarak degismesi gibi.

Amerikan standardi transistorler ne ile kodlanir ?

Amerikan standard transistorler 1IN - 2 N ile baslar.

Japon standardi transistorler ne ile kodlanir ?

Japon standardi transistorler 1S - 2 S ile baglar.

Avrupa standard: transistorlerde 1. harf neyi ifade eder ?

[lk harf transistdriin hangi maddeden yapildigini gosterir.

A. Germanyum

B. Silisyum

Avrupa standardi transistorlerde 2. harf neyi ifade eder ?

Ikinci harf transistoriin nerede kullanildigini belirtir:

A. Ses frekans devrelerinde kullanildigini

C. Diisiik giicli, alcak frekans transistorii

D. Yiksek giiclii, algak frekans transistorii

F. Diisiik giiclii, yiiksek frekans transistorii

L. Yiksek giiclii, yliksek frekans transistorii

S. Diisiik giiglii, anahtarlama transistorleri

U. Yiiksek giiclii, anahtarlama transistorleri

P. Foto transistor oldugunu gosterir.

AC 128 transistorii hakkinda bilgi veriniz.

AC 128 transistorii, germanyumdan yapilmistir. Diisiik giiclii al¢ak frekans
transistoriidiir.

BU 208 transistorii hakkinda bilgi veriniz.

BU 208 transistorili, silisyumdan yapilmistir. Yiksek giiclii anahtarlama
transistoriidiir.

BF 194 transistorii hakkinda bilgi veriniz.

BF 194: Silisyumdan yapilmistir. Diisiik giiclii yiiksek frekans transistoriidiir.
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BD 135 transistorii hakkinda bilgi veriniz.

BD 135: Silisyumdan yapilmistir. Yiiksek giiclii algak frekans transistoriidiir.

Polarma gerilimine gore transistorleri siniflandirimz.

1. PNP transistorleri

2. NPN transistorleri

Giiciine gore transistorleri ssmflandiriniz.

1. Kiigiik giiclii transistorler: (0-1W arasi giicii olanlar, BC 237 (0,3W)gibi)

2. Orta giiclii transistorler: (1-20W aras1 giice sahiptirler BD 135 (12,5W)
gibi)

3. Gig transistorleri: (20W’tan daha yiiksek gii¢ harcarlar, 2N3055 (115W)
gibi)

Kullamim alanlarina goére transistorleri siniflandirimz.

Genel amacl transistorler

Algak frekans transistorleri

Yiiksek frekans transistorleri

Anahtarlama transistorleri

Foto transistorleri

Giig transistorleri

ok~ whE
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